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Gtéwnym celem pracy bylo scharakteryzowanie stanéw energetycznych
samozorganizowanych kropek kwantowych (QDs) i defektow w strukturach wykonanych epitaksjg z
wigzek molekularnych w trybie wzrostu Stranskiego-Krastanowa. Na podstawie uzyskanych wynikow
stwierdzono, ze obecnos¢ defektow w badanych strukturach jest nieodtaczng cechg metody
przerywanego wzrostu, ktéra jest stosowana w celu uzyskania QDs o najwyzszej jakosci. Dlatego
drugim celem pracy byto pokazanie jak wyznaczane parametry, réwniez w odniesieniu do defektow sg
wazne z punktu widzenia zastosowan QDs w przyrzgadach nanoelektronicznych. Do badan proceséw
emisji nosnikéw z QDs i defektow i charakteryzacji ich stanéw energetycznych wykonano struktury
diod Schottky'ego z GaAs zawierajagce QDs z InAs oraz struktury, w ktorych te QDs pokryto
dodatkowg warstwg redukujaca naprezenia z InGaAs o duzej zawartosci Ga. Odniesienie stanowity
diody zawierajgce tylko warstwe zwilzajgca z InAs/GaAs lub diody z GaAs bez In, w ktorych
symulowano warunki wzrostu QDs. Do badan struktur niskowymiarowych wykorzystano metody
oparte na spektroskopii warstwy tadunku przestrzennego, takie jak pomiary charakterystyk
pojemnosciowo-napieciowych (C-V) i niestacjonarna spektroskopia gtebokich pozioméw (DLTS).
Techniki te rozwinieto i wykorzystano w wersji wieloparametrycznej, gdzie napiecie polaryzaciji
wstecznej i temperatura sg parametrami dla pomiaréw C-V oraz dodatkowo czestotliwos¢ repetycii
impulsow elektrycznych w przypadku techniki DLTS. Uzyskane wyniki zinterpretowano w oparciu o
istniejgce modele oraz nowy model teoretyczny zaproponowany w odniesieniu do wynikéw C-V. W
szczegolnosci wysoki poziom zrozumienia whasciwosci emisyjnych QDs osiggnieto wykorzystujac
statystyczny model Engstréma, ktdry uwzglednia dwupoziomowg strukture energetyczng zezwalajaca
nosnikom na opuszczanie QDs w wyniku roéznych drég emisji. Poprzez poréwnanie wynikow
eksperymentalnych i teoretycznych wyznaczono nie tylko energie stanéw wiasnych QDs i ich
przekroje czynne na wychwyt nosnikéw, ale réwniez ustalono warunki pomiaru umozliwiajgce
wyznaczane parametréw QDs klasyczng procedurg Arrheniusa. W konsekwencji wyznaczono czas
przebywania nosnikéw w stanach QDs, ktory jest trudny do uzyskania innymi technikami i ktory jest
bardzo istotnym parametrem z punktu widzenia zastosowah QDs w “nieulotnych” pamieciach
pétprzewodnikowych. Przy pomocy zastosowanych technik pomiarowych i zawansowanego
modelowania scharakteryzowano defekty powstale w trakcie wzrostu QDs jak réwniez ujawniono
efekty ich oddziatlywania z QDs. Wyniki pomiaréw C-V w funkcji temperatury oraz analiza wgtebnych
profili koncentracji nos$nikbw stanowig podstawe nowej techniki charakteryzacji defektéw o

niejednorodnych rozktadach przestrzennych.



